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p-n-Diode in Flußrichtung
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p-n-Übergang in Sperr-
Richtung
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P-N-Diode in Sperrichtung
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Strom-Spannungs-Kennlinie 
des p-n-Übergangs
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Einweg-Gleichrichter
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Brücken-Gleichrichter
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Kapazität-Variationsdiode
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Erstzschaltungen von realer 
passiver Bauelemente
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Ersatzschaltbild einer Diode
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Lineare Kleinsignal-
Ersatzschaltungen einer Diode
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Thyristor
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- Flußrichtung +

+ Sperrichtung  -
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Thyristor-Kennlinie
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Bipolare Transistor-Struktur
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Bipolarer Transistor mit 
äußerer Beschaltung
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E-B-Sperrschicht B--C-Sperrschicht
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Transistor-Schaltzeichen für 
bipolare Transistoren

npn-Transistor pnp-Transistor
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Eingangskennlinie des 
bipolaren Transistors
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Arbeitspunkt-Einstellung
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Kleinsignalverstärker in 
Emitterschaltung
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Kleinsignal-Ersatzschaltbild - NF
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Kleinsignal-Ersatzschaltbild HF
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Verstärker mit Transistor in 
Emitterschaltung bei höheren 

Frequenzen
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Großsignalbetrieb
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Ebers-Moll-Ersatzschaltung
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Großsignal-Ersatzschaltung für 
höhere Frequenzen
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Integrierter Bipolarer Transistor
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Integrierter Bipolarer Transistor
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Feldeffekt-Transistor
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Stammbaum der FETs
FET
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n-Kanal-MOS-Transistor (Schnitt)

Silizium Grundsubstrat (p- dotiert)

SiO2 Sperrschicht
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n-Kanal MOS-Transistor 
(Funktion)

SiO2 Sperrschicht
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n-Kanal MOS-Transistor: 
Abschnürung
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p-Kanal MOS-Transistor

Silizium Grundsubstrat (n- dotiert)

SiO2 Sperrschicht
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p-Kanal MOS-Transistor, Funktion

SiO2 Sperrschicht
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Strom fließt, wenn die Gate-Elektrode gegenüber dem Kanal
eine mindesten um Uth niedrigere Spannung hat !
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Struktur des integrierten MOS-
Transistors

bulk (p-) silicon

source drain
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poly-silicon poly-silicon

source drainoxide

gate

bulk (n-) silicon

p+ p+

p-channel enhancement
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gate
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MOS-Transistor: Kanal und 
Abschnüreffekt

bulk (p-) silicon
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n+ n+

oxidepoly-silicon
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source drain
n+ n+
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Ausgangskennlinien des MOS-
Transistors

Uds

Ids

Ugs als
Parameter

Sättigungsbereich
Anlauf-
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n-Kanal-Typen

n-Diffusion

Polysilizium

selbstsperrend

selbstleitend

p-Kanal-Typen

selbstsperrend

p-Diffusion

Gate-Oxid

Feldoxidselbstleitend

n-Substrat

Uds < 0, Ugs > 0

p-Substrat n-Substrat

p-Substrat

Uds > 0, Ugs < 0

Uds > 0, Ugs > 0 Uds < 0, Ugs < 0

Metall
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Kurzkanal-Effekte
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Struktur des MOS-Transistors
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Ersatzschaltbild des MOS-
Transistors
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Struktur eines MESFET

Grundsubstrat (semi-isolierend)

n - Diff. n- Diff.

Gate DrainSource

Sperrschicht
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Recessed-Gate-MESFET

Grundsubstrat

Gate

Source Drain
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